FAMILIAS LOGICAS. ECL,MOS, CMOS, BICMOS.

1. Logica de emisores acoplados:
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El circuito posee dos entradas v, y v, y dos salidas vo' y vo®. Dada la simetria del circuito, al tomar la
salida entre los dos colectores, se elimina la parte comun y solo queda la diferencia.
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Compuesto por un amplificador diferencial y dos seguidores de emisor.

Un nivel I6gico “1” de entrada provoca la conduccion de T1, pero a medida que T1 empieza a conducir
provoca que T2 se vaya cortando, lo que provoca que T1 conduzca mas. Este efecto provoca que la
transicion se produzca en un tiempo inferior, consiguiendo con ello menores tiempos de transicion en

la familia.
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Con todas las entradas a “0” los transistores T1 estaran
cortados, por lo que T2 estar4 conduciendo y provocara
gue T3 este cortado y que la tension en la resistencia de
emisor RE de T3 sea 0, esto es nivel I6gico “0”".

Al mismo tiempo y en las condiciones mencionadas T4
estara conduciendo y por lo tanto en su emisor
aparecera unible logico “1”.

Si introducimos un “1” en cualquiera de los tres
transistores T1, éste conducira, lo que provocara que T4
se corte y por lo tanto en su emisor aparezca un nivel
I6gico “0”, al contrario de lo que aparecera en el emisor
de T3.

La puerta légica que da un “0” solo cuando sus entradas
son “0” es la “OR” y la que da un “1” solo cuando todas
sus entradas son “0” es la “NOR”.



Adaptacion entre familias
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2. Tecnologia MOS

Bajo consumo

Ventajas : . -
J Alta densidad de integracion

Inversor MOS
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Puertas NORy NAND

Los dos transistores inferiores configuran la puerta NOR, ya
que cuando cualquiera de las entradas es “1”, el transistor
correspondiente conduce, provocando que su tension
drenador surtidor sea =0V , esto es nivel légico “0".

Para que la salida sea “1” hace falta que las dos entradas
sean “0” , lo que provocara que los dos transistores
inferiores estén abiertos.

A | B | f(NOR)
0] o0 1
0| 1 0
1] 0 0
1 1 0
A | B | f(NAND)
N o] o 1
0 | 1 1
f=A+B=4B 1|0 1
A N 1 1 0
B N
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Los dos transistores N inferiores configuran la puerta
NAND, de forma que solo cuando las dos entradas (A y B)
son “1” se provoca la conduccién de ambos y se obtiene un
nivel bajo de salida.

Si cualquiera de las entradas es “0" el transistor
correspondiente estara abierto, provocando que no haya
una circulacion de corriente drenador surtidor, no haya
caida de tension en el transistor superior y por lo tanto la

tension de salida asea la Vpp, esto es nivel logico “1”.



3. Tecnologia CMOS

Caracteristicas Y
de la familia
l6gica ideal

Consumo =0 mW
Retardo de propagacion =0
Tiempo de subida y bajada controlable

alta -V

Inmunidad al ruido del 50% = > b2 0,5

La tecnologia CMOS se aproxima a algunos de los aspectos citados, ya que ofrece un bajo consumo

y una alta inmunidad al

Inversor CMOS

ruido, aunque el retardo y los tiempos no son muy Optimos.

Vpp J VDD ‘ VDD VDD
Carga
G S canal P P Rps(oN)
',
D Vi Vo ummp ] Vo=0 ummp | Vo=VDD
VvV, ——e 4 v
D ¢ N Rps(ON)
€« 1
G S Impulsor = = ‘i‘
canal N vi=Vpp vi=0
Inverso triestado
J VbD
Py (carga)
:| C (control)
P, (control)
V,'(t) — % 'V’O(t) — . -
Ny (control) 0! 0 TOZ
] 1|0 1z
N, (impulsor) 0 1 1
__L 1| 1 0
C (control) L



Puertas NAND y NOR
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5. Circuitos BICMOS
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6. Comparacién entre familias légicas
Otras
Familia Ventajas Inconvenientes familias
mejoradas
« El menor producto retardo por T4Hxx
disipacion de potencia T4SxX
TTL * Buena flexibilidad légica . L . T4Lxx
(74xx) « Baja impedancia de salida Generacion de ruido T74LSxx
* Buena inmunidad al ruido TAASXX
* Numerosas funciones T4ALSxXx
« EI menor retardo de
propagacion
« Buena flexibilidad légica « Alta disipacién (40 mW) MECL 10K
ECL « Salidas complementarias « Necesita circuito de adaptacion | MECL 100K
« Baja impedancia de salida con otras familias MECL 300K
* Buena inmunidad al ruido
« Baja generacion de ruido
« Alto fan-out . Incom_patlbllldad con otras
* Gran densidad de integracion faml_llas . .
MOS o « Alta impedancia de salida
* La NMOS es mas rapida que la . -
PMOS * No admite cableado ldgico
* Baja velocidad PMOS
L T4HCxX:
*Lpa:);jeenzgnor disipacion de 7AHCT XX
CMOS « Amplios margenes de ruido . - T4ACTXX
. » No admite cableado légico TAAHCTxx
(400Cxx, . Alto fan-out y alto fan-in L
. ) e Menos rapida que TTLy ECL | 74FCTxx
74Cxx) . Amplios margenes en la
. il T4ACTQxx
alimentacion
« Buena inmunidad al ruido 74VHCxx
74VHCTxx




